Integracdo de Processos

A) Processo nMOS e pMOS
CCS/UNICAMP



. aminas:

Orientacao (100)
tipo:

— p para NMOS

— n para pPMOS
resistividade:

—4 a9 Q.cm para lamina n
— 11 a22 Q.cm para lamina p

Limpeza RCA completa.



Oxidacao Inicial

1000 °C
H20 + O2




Fotogravacao de Fonte/Dreno




Etching Umido do Oxido - Sol. HF
e Remocao do Fotorresiste:




Implantacéo de lons p/ Fonte/Dreno

* pMOs: . NMOS:

— Boro para F/D — Fésforo para F/D
— Fésforo para contato




Recozimento e Oxidacao

1000 °C

N2 - 20 min.

02 + H20 - 100 min.
Xox =0.94 um e 0.54 um




Fotogravacdo e Etching de Areas
de Canal e de Contatos Ohmicos:




Oxidacao de Porta

1000 °C,

02+ 1% TCE - 30 min
N2 - 30 min

Xox =50 nm




Fotogravacao e Etching de
Contatos:




Evaporacao de Al




Fotogravacao e Etching de Al:
Porta, Contatos e Interconexoes




Etapas Finais

Metalizar as costas da Lamina

Sinterizacao dos Contatos

— 450 °C

— N2 + H2

— 30 min.

Medidas Elétricas e Boa Sorte!!!!

Relatorio



